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研究成果の概要（和文）：本研究では、反応性スパッタ製膜におけるターゲット利用の高効率化と高速化に向けて、独
自の高密度プラズマ生成・制御技術により克服したPVD製膜法の高度化を目的とし、スパッタ放電の解明・制御とプラ
ズマ支援スパッタ製膜系の高度制御に主眼を置いて研究を行った。その結果、高周波誘導結合放電を重畳することでタ
ーゲット利用効率の向上と製膜プロセスの高速化に資すると共に、高周波誘導結合放電による気相の反応性制御が製膜
プロセスの高品質化に有効であることが示され、新たな製膜技術としての発展が期待される。

研究成果の概要（英文）：The research project has been carried out for development of advanced PVD 
technologies to realize enhancement of target-utilization efficiency and deposition rate via 
plasma-enhanced sputter-deposition process using inductively coupled high-density plasma sources 
sustained with low-inductance antenna. The results obtained in the present project have shown that the 
plasma-enhanced sputter-deposition process can be effective for enhancement of target-utilization 
efficiency and deposition rate as well as formation of high-quality films.

研究分野：プラズマ理工学

キーワード： プラズマ加工　反応性プラズマＰＶＤ製膜プロセス　反応性制御
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１．研究開始当初の背景
　反応性スパッタ製膜プロセスは、アルゴ
ン等の希ガスと反応性ガスとの混合気体中
でのスパッタ製膜により、酸化物や窒化物
などの化合物薄膜を形成する物理蒸着（Ｐ
ＶＤ）プロセスである。特に、情報機器、
各種太陽電池をはじめとする成長分野では、
低コスト化と高品質化が両立する「競争力
の高い」製造プロセスが求められ、世界的
に熾烈な競争が繰り広げられている。
　反応性スパッタ製膜プロセスでは、［ａ］
製膜速度の向上、［ｂ］製膜プロセスの安定
化、基板表面での［ｃ］イオン衝撃効果と
［ｄ］反応性の促進が求められている。さ
らに、生産プロセスの低コスト化には、こ
れらの要件に加えて、ターゲット材料の利
用効率の向上を図ることが、競争力を決す
る至上命題として求められている。しかし、
従来の技術では、ターゲット利用効率の向
上と製膜プロセス高速化の両立は極めて困
難であった。
　上記の問題を解決して、反応性スパッタ
製膜プロセスの高効率化と高速化を実現す
るため、本研究では、超低電位・高密度プ
ラズマ発生・制御技術（独自技術）を用い
て、当該プラズマをスパッタ放電に重畳し
たプラズマ支援反応性スパッタ製膜プロセ
スの高度化に取り組んだ。さらに、本研究
では、反応性製膜の高品質化の観点から原
子層堆積プロセス（堆積→反応→堆積→反
応・・の繰返し）に着目し、従来のプロセ
スではガス置換に律速されて高速化が困難
であったが、パルス放電プロセスでは電気
的な制御により格段の高繰返し化が容易で
あることを利用し、高品質の反応性製膜の
可能性について検討を行った。

２．研究の目的
　本研究では、反応性スパッタ製膜におけ
るターゲット利用の高効率化と高速化の両
立を図るため、独自の高密度プラズマ生成・
制御技術により克服した PVD 製膜法の高度
化を目的としており、以下の項目を設定し
て、研究を行った。
（１）スパッタ放電の解明・制御
　高密度プラズマを重畳したスパッタ放電
を制御する技術を確立。
（２）プラズマ支援スパッタ製膜系の高度
制御
　気相の反応性制御とスパッタ放電制御に
よるスパッタ製膜プロセスの高度化。

３．研究の方法
　本研究で用いた高密度プラズマ支援スパ
ッタ製膜系（阪大現有）の模式図を図１に
示す。当該スパッタ成膜系は、スパッタリ
ングターゲットの周辺に、埋込型の低イン
ダクタンスアンテナを配置することで、プ
ラズマ支援スパッタ製膜系を構成した。本
装置では、高密度プラズマをスパッタ放電

に重畳することにより、ターゲット－基板
間の気相におけるプラズマの高密度化と共
に反応性ガスの解離によるラジカル生成が
促進され、薄膜の高品質化と製膜プロセス
の高速化に資することが期待される。
　実験では、シリコン系の製膜プロセスに
おいてはシリコンをスパッタリングターゲ
ットとして用い、酸化物半導体（アモルフ
ァス InGaZnOx：IGZO）の製膜プロセスにお
いては、純度 99.99%の InGaZnO4焼結体をス
パッタリングターゲットとして用いた。製
膜室に放電気体としてアルゴンと反応性気
体（水素、酸素、窒素）との混合ガスを導
入し、低インダクタンスアンテナ（LIA）に
周波数 13.56 MHz の高周波電力を供給する
ことにより高周波誘導結合プラズマを生成
した。ターゲットに直流負バイアスあるい
は両極性パルス電圧を印加することにより
スパッタ放電を生成し、水冷基板ホルダー
上に設定した基板上に薄膜を形成した。
　また、IGZO 酸化物半導体の製膜実験にお
いては、ゲート酸化膜として熱酸化膜が形
成されたシリコン基板上に IGZO 薄膜を形成
し、紫外線リソグラフィーによるパターニ
ングの後、電極膜を製膜し、リフトオフに
より電極パターンを形成することにより、
図２に示す構造のボトムゲート型薄膜トラ
ンジスタ（TFT）を形成し、製膜した IGZO
薄膜の電気的特性（半導体特性）を評価し
た。

図２　IGZO 薄膜の半導体特性評価に用い
たボトムゲート型 TFTの模式図

図１　本研究で用いた高密度プラズマ支援
スパッタ製膜系の模式図



４．研究成果
　まず、プラズマ支援スパッタ製膜系にお
いて、シリコンターゲットを用い、ターゲ
ット磁場を印加しない場合と印加した場合
における放電制御因子について調べた。
　ターゲット磁場を印加しない場合では、
ターゲット前面のプラズマは高周波誘導結
合放電で維持され、ターゲットの全面に亘
ってほぼ一様なスパッタリング（スパッタ
リングによるターゲットエロージョンの均
一化）が可能であることを示した。その際
のターゲット電流は、高周波誘導結合放電
で生成されるプラズマに負直流電圧を印加
した際のイオン飽和電流に相当している。
　ターゲットにマグネトロン磁場配位を印
加した状態では、アルゴンのみを放電ガス
に用いた場合には、ターゲット近傍のマグ
ネトロン放電が優勢となり、ターゲット電
流の顕著な増加が可能であった。しかしな
がら、高抵抗のターゲットを用いて、放電
ガスに水素を混合したアルゴン－水素混合
気体中での反応性スパッタプロセスにおい
ては、高周波誘導結合プラズマを重畳しな
い状態、すなわち負の直流電圧バイアスの
みではターゲット放電の維持が困難となる
場合もあったが、LIA による高周波誘導結合
放電を重畳することにより、スパッタ放電
を生成することが可能であった。また、低
抵抗のシリコンターゲットを用いた場合に
は、スパッタ放電に重畳した高周波誘導結
合プラズマ生成に用いた放電電力を高める
ことにより、ターゲット放電電流をマグネ
トロン放電のみの場合よりも増強され、プ
ラズマＣＶＤ法と同等の高速製膜が可能で
あることを示した。さらに、気相の高密度
化に資する技術として注目されている大電
力パルススパッタリング（HIPIMS）用電源
を援用したターゲット放電実験を行い、通
常のマグネトロン放電モードから高密度プ
ラズマ生成を示唆する放電モードに遷移す
る傾向が見られ、反応性制御プロセスに向
けた基礎データを得ることができた。
　一方、ターゲット全面に一様な磁場を形
成した磁場配位では、両極性のパルス高電
圧を印加することによりスパッタ放電電流
の増加に効果を示したが、ターゲット面内
のスパッタリング分布を一様にすることは
困難であることを示唆する結果が得られた。
　次いで、製膜プロセスの低温化にも注力
し、プラズマ支援スパッタ製膜系の高度制
御に向けて研究を推進した。
　酸化物半導体薄膜の形成プロセスに介在
するプラズマ気相の反応性について検討し
た。スパッタ製膜に用いるアルゴン－酸素
混合気体中に水素を混合することにより、
図３および図４に示すように、原子状酸素
に加えて、より酸化力の強いヒドロキシラ
ジカルを製膜中の気相に生成可能であるこ
とを示した。
　さらに、ヒドロキシラジカル生成を加味

図３　プラズマ支援スパッタ製膜系（IGZO
ターゲット）における放電ガス（アルゴン、
アルゴン－酸素、アルゴン－酸素－水素）
に対する発光スペクトルの差異

図４　アルゴン－酸素－水素混合プラズマ
中における Zn (307.2 nm), In (410.2 nm), O
(777.2 nm), H (656.3 nm), OH (308.9 nm),
Ar (811.5 nm)発光強度の酸素流量依存性



したスパッタ製膜プロセスを用いることに
より、図５に示すように、良好なスイッチ
ング特性を示す IGZO 薄膜トランジスタを形
成可能であることを示すと共に、半導体と
して動作するプロセスウィンドウを従来よ
りも格段に広域化することが可能であるこ
とを明らかにした。上述の IGZO 薄膜トラン
ジスタの伝達特性について調べたところ、
15cm2(Vs)-1 程度の高い移動度が得られてい
ることが分かった。この実験結果は、気相
の反応性制御により、製膜のみのプロセス
で良好な TFT を形成可能であることを示し
ている。また、製膜中のプラズマ気相で生
成した反応性粒子の基板表面への照射プロ
セスについて検討し、本研究での反応性高
度制御プラズマスパッタ製膜プロセスによ
り、酸化物薄膜の緻密化においても有効で
あることを示した。
　加えて、窒化物薄膜形成における検討と
して、シリコンターゲットならびにアルゴ
ン－窒素混合プラズマを用いた窒化シリコ
ン薄膜形成プロセスに、スパッタ放電のパ
ルス制御による高速繰り返し制御を適用し、
高密度アルゴン－窒素プラズマの反応性を
パルスＯＦＦ時に付与した製膜プロセスが
窒化反応の促進と製膜プロセスに介在する
反応性制御に有効であることを示した。
　本研究で得られた知見は、他の機能性薄
膜（Al2O3, ZrO2,AlN 等）の形成プロセス
にも応用可能であり、高機能デバイス（ゲ
ート絶縁膜、パッシベーション）をはじめ
とする幅広い技術開発への寄与が期待され
る。
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